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Dichalkogenki metali przejsciowych (TMD) to grupa materiatéw dwuwymiarowych, ktére
posiadajg ciekawe witasciwosci fizyczne. Wykazuja one silng zaleznos$¢ wiasciwosci
elektronowych w funkcji ilosci ultra-cienkich warstw (od jednej do kilku ML). Pozwala to
uzyska¢ zaréwno charakterystyke potprzewodnikowa jak i metaliczng dla tego samego
materiatu [1]. Powoduje to, ze materiaty TMD podlegajg intensywnym badaniom naukowym.
W ramach prezentacji pokazane zostang wyniki prac eksperymentalnych dotyczgcych PtSe;
oraz HfSe,, ktdére cechujg sie duzg wartoscig ruchliwosci nosnikéw tadunkéw elektrycznych.
Istotng cechg réznicujgcg te materiaty jest ich aktywnos$¢ chemiczna, ktéra jest znacznie
wieksza w przypadku HfSe; [2,3]. W przypadku PtSe; gtdwny nacisk postawiony zostanie na
analizie widm spektroskopii Ramana (RS) umozliwiajacej jednoznaczne okreslenie ilosci ML w
uktadzie [4]. Dla powierzchni krysztatu HfSe, omdéwione zostang komplementarne wyniki
uzyskane za pomocg technik: skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM), rentgenowskiej
spektrometrii fotoelektronéw (XPS) i RS prezentujagce zmiany morfologii warstw
przypowierzchniowych, ktére sg efektem ekspozycji na warunki zewnetrzne oraz umozliwiaja
zrozumienie dynamiki procesu utleniania powierzchni. W koncowej czesci zaprezentowana
zostanie takze metoda strukturyzacji prostych urzadzen elektronowych z wykorzystaniem:
litografii optycznej, strukturyzowania plazma argonowg oraz osadzania warstw metalicznych z
wykorzystaniem osadzania magnetronowego [5].
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